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第 2 章では， (GaAl) As 半導体レーザについて最大光出力を決定する要因を定量的に考察し，高出
力化には活性領域の薄膜化が極めて有効であることを明らかにした。




第 4 章では，しきい値電流低減により端面破壊光出力を向上できることに着目し， TRS構造に加
えて，電流注入効率の高い埋め込みストライフ。構造を持つ，埋め込みストライプT R S (Buried Twin 
-Ridge Substrate : B T R S) 型の高出力半導体レーザを提案した。試作した素子で最大 200mW
の高い光出力を達成し，埋め込みストライプ構造の高出力化に対する有効性を実証した。
第 5 章では，発光面積を横方向に広げて高出力化を図る 1 手法として，発振領域を 1 素子内に複数
個並列に並べたBTRS型高出力レーザアレイについて述べた。発光スポット聞の光学的結合を制御
することにより，レーザアレイの位相同期状態を制御できることを示した。
































以上のように，本論文は (GaAl) As 半導体レーザの高出力化および高機能化に関して多くの新し
い技術的知見を与えており 半導体工学およびオプトエレクトロニクスの発展に寄与するところが大
きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認めるO
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